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Современная наука и техника все в большей степени заняты исследованием наноматериалов и разработкой нанотехнологий. Это в первую очередь относится к физике твердого тела, оптике, полупроводниковой квантовой электронике, вычислительной технике и др. [1]

Уникальные свойства наноструктурных материалов (наноматериалов) обусловливают поиск сфер их практического применения. Поэтому разработка и исследование наноматериалов является актуальной проблемой современного материаловедения и технологий.

В данной работе поставлена задача – исследовать зависимость интенсивности спектров флуоресценции (ФЛ) образцов чистого кристаллического кремния (c-Si) и кристаллическго кремния легированного железом (Fe) от мощности лазера. Эксперименты проводились на микрорамановском конфокальном микроскопе- спектрометре - 3d Scanning Raman Confocal Microscope модели Confotec™ MR350, который находится в лаборатории «Бионанофотоники» Инженерно-физического института биомедицины НИЯУ МИФИ. При использовании прочих объектив изучаемая область подвергалась искажению и исследованию также мешали посторонние шумы.

Проводился ряд экспериментов с разными образцами.

В первом опыте использовался кристаллический c-Si при ослаблении мощности с шагом 0.2. По данным полученных спектров вычислили интенсивность при изменении мощности. Для наглядности результаты представлены в виде графика, представленного на рисунке 1.

За стандарт было принято взять литературный источник, в котором указана линейная зависимость интенсивности спектров ФЛ, от мощности лазера. При обработке данных линейность зависимости наблюдается только с помощью оптимальной прямой
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	Рис. 1. Зависимость интенсивности (Raman) от мощности для первого образца




Для первого образца нанокристаллического c-Si был также проведено исследования зависимости интенсивности от мощности не рамановского пика, а пика фотолюминесценции, наблюдаемая при 1000 нм. Для более детального изучения было принято решение смены решетки с разрешением 1800/500 на разрешение 150/475. График зависимости представлен на рисунке 2.
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	Рис. 2. Зависимость люминесценции от мощности для первого образца




Что касается фотолюминесценции результаты неоднозначны. Наблюдается квадратичная зависимость, но с огромной погрешностью. Это может быть связано с неисправностью установки при работе на решетке 150/475 или резким скачком интенсивности при переходе со значения 35 к значению 40. 
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